




深圳市麦积电子科技有限公司 BSM4005H4C

http: //www.michip.cn 3 / 10 Rev.3.0 2025-6-3

҈ɻ

参数 符号 测试条件
最小

值
典型值 最大值 单位

关断特性 (6)

漏源击穿电压 V(BR)DSS VGS = 0V, ID = 250μA 40 V

零栅压漏电流 IDSS
VDS = 40V, VGS =

0V

1.0 μA

TJ = 125°C 100 μA

栅源漏电流 IGSS VGS = ±20V, VDS = 0V ±100 μA

开启特性 (6)

栅极阈值电压 VGS(th) VGS = VDS, ID = 250μA 2.0 3.0 4.0 V

静态漏-源导通电阻 RDS(ON) VGS = 10V, ID = 20A 4.0 4.7 mΩ

正向䐀性
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图 1 输出特性 图 2 传输特性

图 3 导通电阻与栅源电压的关系 图 4 导通电阻与漏极电流的关系

图 5 导通电阻与结温的关系 图 6 源漏二极管正向电压
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图 7 栅极阈值变化与结温的关系 图 8 栅极电荷特性

图 9 电容特性 图 10 功耗降额

图 11 电流降额 图 12 安全工作范围
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图 13 归一化最大瞬态热阻
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图 15 封装外形图

推荐焊盘尺寸 单位：毫米
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